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摘要(译)

形成单晶或多晶硅衬底（100）作为半导体衬底。使用抗蚀剂（103），
在基板（100）的外周的至少一部分上形成SiO 2膜（101）作为第一涂
层。在使用该SiO 2膜（101）作为掩模的同时，使用KOH等从第一表面
侧蚀刻基板（100）。因此，基板的厚度减小，从而形成开口形成区域
M，而不蚀刻被第一涂层覆盖的基板区域，从而形成厚部分140.然后，在
基板的第二表面上（100） ），通过在基板的区域上施加抗蚀剂（104）
而不是在区域M中形成开口来形成第二涂层。然后使用第二涂层作为掩
模蚀刻基板以形成孔，如开口（110），在未被第二涂层覆盖的区域。通
过使用由此获得的沉积掩模（100）作为用于蒸发的掩模，可以高精度地
将材料沉积到期望的位置。
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